
JP 2012-195603 A 2012.10.11

(57)【要約】
【課題】単層ボードオンチップパッケージ基板及びその
製造方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る単層ボードオンチップパッケ
ージ基板は、ウインドウが形成された絶縁体と、絶縁体
の一面に埋め込まれた配線、ワイヤーボンディングパッ
ド、及びハンダボールパッドと、配線を覆い、ワイヤー
ボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくと
も一部が開放されるように、絶縁体の一面に設けられた
ソルダーレジスト層と、を含むことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウインドウが形成された絶縁体と、
　前記絶縁体の一面に埋め込まれた配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボー
ルパッドと、
　前記配線を覆い、前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくと
も一部が開放されるように、前記絶縁体の一面に設けられたソルダーレジスト層と、
　を含むことを特徴とする単層ボードオンチップパッケージ基板。
【請求項２】
　前記絶縁体の他面に載置される半導体素子と、
　前記ウインドウを介して前記半導体素子と前記ワイヤーボンディングパッドを電気的に
接続させるワイヤーと、
　前記ワイヤー及び前記ワイヤーボンディングパッドを覆うカプセル化部（ｅｎｃａｐｓ
ｕｌａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ）と、
　前記ハンダボールパッドに結合されるハンダボールと、をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の単層ボードオンチップパッケージ基板。
【請求項３】
　接着層の両面のそれぞれにキャリアが積層された資材を用意する工程と、
　前記一対のキャリアのそれぞれの表面に配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハン
ダボールパッドを形成する工程と、
　前記一対のキャリアを前記接着層から分離する工程と、
　前記一対のキャリアの間に、一対の絶縁体及び前記一対の絶縁体の間に位置する離型層
を配置して圧着する工程であって、前記それぞれのキャリアに形成された配線、ワイヤー
ボンディングパッド、及びハンダボールパッドが前記それぞれの絶縁体の一面に埋め込ま
れる工程と、
　前記配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドの一面が露出するよ
うに前記キャリアを除去する工程と、
　前記キャリアが除去された前記絶縁体のそれぞれの表面全体にソルダーレジスト膜をコ
ーティングする工程と、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放され
るように、前記ソルダーレジスト膜をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工
程と、
　前記一対の絶縁体を前記離型層から分離する工程と、
　前記分離された絶縁体にウインドウを形成する工程と、
　を含むことを特徴とする単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項４】
　前記絶縁体の他面に半導体素子を載置する工程と、
　ワイヤーを用いて前記ウインドウを介して前記半導体素子と前記ワイヤーボンディング
パッドを電気的に接続させる工程と、
　前記ハンダボールパッドにハンダボールを結合する工程と、をさらに含むことを特徴と
する請求項３に記載の単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項５】
　ソルダーレジスト層を形成する工程の後に、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの開放された部分に表面処理
層を形成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項３または４に記載の単層ボードオ
ンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項６】
　接着層の両面のそれぞれに軟性絶縁層及び金属層が順次積層された資材を用意する工程
と、
　前記一対の金属層の表面に、パターニングされたエッチングレジストを形成する工程と
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、
　前記一対の金属層を選択的にエッチングして前記軟性絶縁層の表面に配線、ワイヤーボ
ンディングパッド、及びハンダボールパッドを形成する工程と、
　前記一対の軟性絶縁層を前記接着層から分離する工程と、
　前記一対の軟性絶縁層の間に、一対の絶縁体及び前記一対の絶縁体の間に位置する離型
層を配置して圧着する工程であって、前記それぞれの軟性絶縁層に形成された配線、ワイ
ヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドは前記それぞれの絶縁体の一面に埋め
込まれる工程と、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放され
るように、前記軟性絶縁層をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工程と、
　前記一対の絶縁体を前記離型層から分離する工程と、
　前記分離された絶縁体にウインドウを形成する工程と、
　を含むことを特徴とする単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記絶縁体の他面に半導体素子を載置する工程と、
　ワイヤーを用いて前記ウインドウを介して前記半導体素子と前記ワイヤーボンディング
パッドを電気的に接続させる工程と、
　前記ハンダボールパッドにハンダボールを結合する工程と、をさらに含むことを特徴と
する請求項６に記載の単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項８】
　ソルダーレジスト層を形成する工程の後に、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの開放された部分に表面処理
層を形成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項６または７に記載の単層ボードオ
ンチップパッケージ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は単層ボードオンチップパッケージ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の電子機器は、従来と比し小型化になりつつあり、このため、より小型で高性能の
半導体チップパッケージが要求されている。このような傾向に伴い、半導体チップパッケ
ージは、主にパッケージ内に複数の半導体チップを上下に積層したり、または平面上に配
列された形態で内蔵するマルチチップパッケージ、または基板に半導体チップを直接付着
しこれを密封することで大きさを減少させたボードオンチップパッケージなどが用いられ
ている。
【０００３】
　ボードオンチップ（ＢＯＣ：Ｂｏａｒｄ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）は、半導体をリードフレー
ムを介して基板に装着する既存方式とは異なって、ベアダイ自体を基板に直接実装するこ
とで、Ｄラム（ＤＲＡＭ）の高速化に応ずる熱的・電気的性能損失を最小化することがで
きるようになり、ＤＤＲ２などＤラム高速化に適する次世代高速半導体用基板として注目
されている。現在、Ｄラムの容量は、１２８ＭＢ、２５６ＭＢ、５１２ＭＢ、１ＧＢ、２
ＧＢなどで速く容量が増加していて、これに対応するためには基板の厚みを減少させて電
気的損失を最小化しかつ製品の信頼性を確保するべきである。既存に製作されたボードオ
ンチップパッケージには、基板の中央に半導体チップを連結するためのホールが存在し、
このようなホールを介してワイヤーボンディングが実現される構造を有する。
【０００４】
　しかし、このようなボードオンチップパッケージにおいても高集積化のための入出力端
子の増加が問題となっており、印刷回路基板の製造コストを低減するための対策が求めら
れている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　こうした従来技術の問題点に鑑み、本発明は、パッド間のピッチを微細化して入出力端
子を増加することができる高密度の単層ボードオンチップパッケージ基板及びその製造方
法を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態によれば、ウインドウが形成された絶縁体と、上記絶縁体の一面に
埋め込まれた配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドと、上記配線
を覆い、上記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開
放されるように、上記絶縁体の一面に設けられたソルダーレジスト層と、を含む単層ボー
ドオンチップパッケージ基板が提供される。
【０００７】
　一方、上記絶縁体の他面に載置される半導体素子と、上記ウインドウを介して上記半導
体素子と上記ワイヤーボンディングパッドとを電気的に接続させるワイヤーと、上記ワイ
ヤー及び上記ワイヤーボンディングパッドを覆うカプセル化部と、上記ハンダボールパッ
ドに結合されるハンダボールと、をさらに含んでもよい。
【０００８】
　本発明の他の実施形態によれば、接着層の両面のそれぞれにキャリアが積層された資材
を用意する工程と、上記一対のキャリアのそれぞれの表面に配線、ワイヤーボンディング
パッド、及びハンダボールパッドを形成する工程と、上記一対のキャリアを上記接着層か
ら分離する工程と、上記一対のキャリアの間に、一対の絶縁体及び上記一対の絶縁体の間
に位置する離型層を配置して圧着する工程であって、上記それぞれのキャリアに形成され
た配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドは上記それぞれの絶縁体
の一面に埋め込まれる工程と、上記配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボー
ルパッドの一面が露出されるように上記キャリアを除去する工程と、上記キャリアが除去
された上記絶縁体のそれぞれの表面全体にソルダーレジスト膜をコーティングする工程と
、上記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放され
るように、上記ソルダーレジスト膜をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工
程と、上記一対の絶縁体を上記離型層から分離する工程と、上記分離された絶縁体にウイ
ンドウを形成する工程と、を含む単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法が提供
される。
【０００９】
　本発明のまた他の実施形態によれば、接着層の両面のそれぞれに軟性絶縁層及び金属層
が順次積層された資材を用意する工程と、上記一対の金属層の表面に、パターニングされ
たエッチングレジストを形成する工程と、上記一対の金属層を選択的にエッチングして上
記軟性絶縁層の表面に配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドを形
成する工程と、上記一対の軟性絶縁層を上記接着層から分離する工程と、上記一対の軟性
絶縁層の間に、一対の絶縁体及び上記一対の絶縁体の間に位置する離型層を配置して圧着
する工程であって、上記それぞれの軟性絶縁層に形成された配線、ワイヤーボンディング
パッド、及びハンダボールパッドが上記それぞれの絶縁体の一面に埋め込まれる工程と、
上記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放される
ように、上記軟性絶縁層をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工程と、上記
一対の絶縁体を上記離型層から分離する工程と、上記分離された絶縁体にウインドウを形
成する工程と、を含む単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法が提供される。
【００１０】
　一方、上記絶縁体の他面に半導体素子を載置する工程と、ワイヤーを用いて上記ウイン
ドウを介して上記半導体素子と上記ワイヤーボンディングパッドとを電気的に接続させる
工程と、上記ハンダボールパッドにハンダボールを結合する工程と、をさらに含んでもよ
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い。
【００１１】
　また、ソルダーレジスト層を形成する工程の後に、上記ワイヤーボンディングパッド及
びハンダボールパッドの開放された部分に表面処理層を形成する工程をさらに含んでもよ
い。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施例によれば、パッド間のピッチが微細化されて入出力端子を増加すること
ができる高密度の単層ボードオンチップパッケージ基板を提供することができる。
【００１３】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板を示す断面図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板を示す断面図で
ある。
【図３】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法の
一実施例を示す図面である。
【図１０】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の一実施例を示す図面である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の一実施例を示す図面である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１５】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１６】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１７】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図１８】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
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【図１９】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【図２０】本発明の他の実施形態に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法
の他の実施例を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は多様な変換を加えることができ、様々な実施例を有することができるため、本
願では特定実施例を図面に例示し、詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の実施
形態に限定するものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれるあらゆる変換、均等
物及び代替物を含むものとして理解されるべきである。本発明の説明において、かかる公
知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨をかえって不明瞭にすると判断される場合、
その詳細な説明を省略する。
【００１６】
　以下、本発明に係る単層ボードオンチップパッケージ基板及びその製造方法の好ましい
実施例を添付図面を参照して詳しく説明するが、添付図面を参照して説明することにおい
て、同一かつ対応する構成要素は同一の図面番号を付し、これに対する重複説明は省略す
る。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板を示す断面図で
ある。本発明の一実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板によれば、ウインド
ウ１２が形成された絶縁体１０の一面に配線２４、ワイヤーボンディングパッド２６、及
びハンダボールパッド２２が埋め込まれる。本実施例によれば、配線２４、ワイヤーボン
ディングパッド２６、及びハンダボールパッド２２などのすべてが絶縁体１０に埋め込ま
れる構造により、配線２４及び各種パッド２２，２６の間のピッチを小さくすることがで
きるとともに、配線２４及びパッド２２，２６の幅を狭くすることもできるため、製品の
高密度化に非常に有効である。
【００１８】
　このとき、配線２４、ワイヤーボンディングパッド２６、及びハンダボールパッド２２
が埋め込まれた絶縁体１０の表面にはソルダーレジスト層３０が形成される。ソルダーレ
ジスト層３０は、配線２４を覆い外部から保護し、上記ワイヤーボンディングパッド２６
及びハンダボールパッド２２の少なくとも一部が開放されるように形成される。
【００１９】
　図２に示すように、ワイヤーボンディングパッド２６は絶縁体１０の他面（図１では下
面）に載置される半導体素子９０との接続のための部分である。より具体的に、絶縁体１
０の他面に半導体素子９０が載置されると、ワイヤーがウインドウ１２を介して半導体素
子９０とワイヤーボンディングパッド２６とを電気的に接続させることになる。このとき
、ワイヤー９４及び上記ワイヤーボンディングパッド２６は、カプセル化部９６により覆
われて外部から保護される。
【００２０】
　ハンダボールパッド２２はハンダボール９８が結合される部分である。ハンダボールパ
ッド２２に結合されるハンダボール９８は、メインボード（図示せず）のような外部装置
に接続可能であり、その結果、本実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の信
号入出力ができるようになる。
【００２１】
　以上では本発明の一実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の構造について
説明したが、以下では上記のような構造の単層ボードオンチップパッケージ基板を製造す
る方法について説明する。製造方法を説明するに当たって構造的な特徴に関する説明は上
述した通りであるため、具体的な説明は省略する。
【実施例１】
【００２２】
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　図３から図１１は、本発明の一実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の製
造方法の各工程を示す図面である。
【００２３】
　先ず、図３のように、接着層５０の両面のそれぞれにキャリア６０が積層された資材を
用意した後、上記一対のキャリア６０のそれぞれの表面に配線２４、ワイヤーボンディン
グパッド２６、及びハンダボールパッド２２を形成する。キャリア６０は銅のような金属
からなることができ、配線２４、ワイヤーボンディングパッド２６、及びハンダボールパ
ッド２２を形成するために、金属のキャリア６０表面に無電解メッキを用いたシード層６
２を形成し、その後、電解メッキを行う方法を用いてもよい。
【００２４】
　一方、図３に示すように、接着層５０の両面のそれぞれにキャリア６０が積層された資
材を用いることにより、１回の工程で２つの製品を製造できるため、生産収率が向上する
効果を期待できる。
【００２５】
　次に、図４のように、一対のキャリア６０を上記接着層５０から分離する。接着層５０
が熱可塑性材質から形成された場合は、分離する前に所定の熱を加えて接着層５０の接着
力を弱化させることにより、キャリア６０の分離をより容易に行うことができる。
【００２６】
　その後、図５のように、上記一対のキャリア６０の間に、一対の絶縁体１０及び上記一
対の絶縁体１０の間に離型層４０を配置して圧着する。具体的に、前工程により同時に製
造された配線２４及びパッド２２，２６が対向するように１対のキャリア６０を配置した
後、その間に一対の絶縁体１０を位置させ、絶縁体１０の間に離型層４０を位置させる。
このように各種資材を配置して圧着することにより、それぞれのキャリア６０に形成され
た配線２４、ワイヤーボンディングパッド２６、及びハンダボールパッド２２が、それぞ
れの絶縁体１０の一面に埋め込まれることになる（図６参照）。一方、離型層４０として
はテフロン（登録商標）など離型性に優れた材料を用いてもよい。
【００２７】
　このように離型層４０の両面に対して圧着工程を行うことにより、１回の工程で２つの
製品を製造できるため、生産収率が向上する効果を期待できる。
【００２８】
　次に、キャリア６０を除去すると、図６に示すように、上記配線２４、ワイヤーボンデ
ィングパッド２６、及びハンダボールパッド２２の一面が露出される。
【００２９】
　その後、図７のように、キャリア６０の除去された絶縁体１０のそれぞれの表面全体に
ソルダーレジスト膜３２をコーティングする。このとき、ソルダーレジスト膜３２は、イ
ンク状態の材料を絶縁体１０の全面に塗布する方法でコーティングされてもよく、フィル
ムタイプの材料を貼り付ける方法でコーティングされてもよい。
【００３０】
　次に、図８に示すように、ワイヤーボンディングパッド２６及びハンダボールパッド２
２の少なくとも一部が開放されるように、ソルダーレジスト膜３２をパターニングしてソ
ルダーレジスト層３０を形成する。このために、部分的な露光及び現像工程を含むフォト
リソグラフィ工程を行ってもよい。
【００３１】
　このように、ソルダーレジスト層３０を形成した後に、ワイヤーボンディングパッド２
６及びハンダボールパッド２２の開放された部分に、ニッケルメッキ層２３及び金メッキ
層２５のような表面処理層を形成する工程を行ってもよい。このような表面処理層２３，
２５はワイヤーボンディングパッド２６及びハンダボールパッド２２の酸化を防止する機
能を行う。
【００３２】
　その後、図９に示すように、一対の絶縁体１０を上記離型層４０から分離し、その後、
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図１０に示すように、分離された絶縁体１０にウインドウ１２を形成する。ウインドウ１
２を形成するためにはルータビットなどの装備を用いてもよく、その他の装備を用いても
よい。
【００３３】
　次に、図１１に示すように、ハンダボールパッド２２にハンダボール９８を結合し、接
着剤９２を用いて絶縁体１０の他面に半導体素子９０を付着した後、金のような金属から
なるワイヤー９４を用いてウインドウ１２を介して半導体素子９０とワイヤーボンディン
グパッド２６とをワイヤーボンディングさせることにより、ボードオンチップパッケージ
を実現することができる。
【００３４】
　このとき、ワイヤー９４及び上記ワイヤーボンディングパッド２６を外部から保護する
ためにカプセル化部９６を形成する工程が行われる。
【実施例２】
【００３５】
　図１２から図２０は本発明の他の実施例に係る単層ボードオンチップパッケージ基板の
製造方法の各工程を示す図面である。
【００３６】
　先ず、図１２に示すように、接着層７２の両面のそれぞれにポリイミド（ＰＩ）のよう
な軟性絶縁層７４及び金属層７６を順次積層した資材７０を用意する。すなわち、接着層
７２の両面のそれぞれに片面ＦＣＣＬ７４，７６が積層された構造の資材を用意する。
【００３７】
　次に、図１３に示すように、一対の金属層７６の表面に、パターニングされたエッチン
グレジスト７８を形成する。エッチングレジスト７８は、形成しようとする配線２４、ワ
イヤーボンディングパッド２６、及びハンダボールパッド２２の位置に合わせてパターニ
ングされる。
【００３８】
　次に、エッチング液を用いて一対の金属層７６を選択的にエッチングする。その結果、
図１４に示すように、軟性絶縁層７４の表面に配線２４、ワイヤーボンディングパッド２
６、及びハンダボールパッド２２が形成される。
【００３９】
　その後、図１５のように、一対の軟性絶縁層７４を接着層７２から分離する。
【００４０】
　次に、図１６のように、一対の軟性絶縁層７４の間に、一対の絶縁体１０及び上記一対
の絶縁体１０の間に離型層４０を配置して圧着する。具体的に、前工程を経て同時に製造
された配線２４及びパッド２２，２６が対向するように１対の軟性絶縁層７４を配置した
後、その間に一対の絶縁体１０を位置させ、絶縁体１０の間に離型層４０を位置させる。
このように各種資材を配置して圧着することにより、それぞれの軟性絶縁層７４の表面に
形成された配線２４、ワイヤーボンディングパッド２６、及びハンダボールパッド２２が
、それぞれの絶縁体１０の一面に埋め込まれる（図１７参照）。一方、離型層４０として
はテフロン（登録商標）など離型性に優れた材料を用いてもよい。
【００４１】
　このように離型層４０の両面に対して圧着工程を行うことにより、１回の工程で２つの
製品を製造できるため、生産収率が向上する効果を期待できる。
【００４２】
　次に、図１７のように、ワイヤーボンディングパッド２６及びハンダボールパッド２２
の少なくとも一部が開放されるように、軟性絶縁層７４をパターニングしてソルダーレジ
スト層３０を形成する。すなわち、配線２４とパッド２２，２６の支持体の機能を果たす
軟性絶縁層７４をソルダーレジスト層３０として活用することになる。
【００４３】
　このように、ソルダーレジスト層３０を形成した後に、ワイヤーボンディングパッド２
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層２５のような表面処理層を形成する工程を行ってもよい。このような表面処理層２３，
２５はワイヤーボンディングパッド２６及びハンダボールパッド２２の酸化を防止する機
能を果たすことになる。
【００４４】
　次に、図１８のように、一対の絶縁体１０を離型層４０から分離し、その後、図１９の
ように、分離された絶縁体１０にウインドウ１２を形成する。ウインドウ１２を形成する
ためにはルータビットなどの装備を用いてもよく、その他の装備を用いてもよい。
【００４５】
　次に、図２０のように、ハンダボールパッド２２にハンダボール９８を結合し、接着剤
９２を用いて絶縁体１０の他面に半導体素子９０を付着した後、金のような金属からなる
ワイヤー９４を用いてウインドウ１２を介して半導体素子９０とワイヤーボンディングパ
ッド２６とをワイヤーボンディングさせることにより、ボードオンチップパッケージを実
現することができる。
【００４６】
　ここで、ワイヤー９４及び上記ワイヤーボンディングパッド２６を外部から保護するた
めにカプセル化部９６を形成する工程を行う。
【００４７】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　絶縁体
　１２　ウインドウ
　２２　ハンダボールパッド
　２４　配線
　２６　ワイヤーボンディングパッド
　３０　ソルダーレジスト層
　４０　離型層
　５０　接着層
　６０　キャリア
　９０　半導体素子
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月4日(2012.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着層の両面のそれぞれにキャリアが積層された資材を用意する工程と、
　前記一対のキャリアのそれぞれの表面に配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハン
ダボールパッドを形成する工程と、
　前記一対のキャリアを前記接着層から分離する工程と、
　前記一対のキャリアの間に、一対の絶縁体及び前記一対の絶縁体の間に位置する離型層
を配置して圧着する工程であって、前記それぞれのキャリアに形成された配線、ワイヤー
ボンディングパッド、及びハンダボールパッドが前記それぞれの絶縁体の一面に埋め込ま
れる工程と、
　前記配線、ワイヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドの一面が露出するよ
うに前記キャリアを除去する工程と、
　前記キャリアが除去された前記絶縁体のそれぞれの表面全体にソルダーレジスト膜をコ
ーティングする工程と、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放され
るように、前記ソルダーレジスト膜をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工
程と、
　前記一対の絶縁体を前記離型層から分離する工程と、
　前記分離された絶縁体にウインドウを形成する工程と、
　を含むことを特徴とする単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記絶縁体の他面に半導体素子を載置する工程と、
　ワイヤーを用いて前記ウインドウを介して前記半導体素子と前記ワイヤーボンディング
パッドを電気的に接続させる工程と、
　前記ハンダボールパッドにハンダボールを結合する工程と、をさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載の単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項３】
　ソルダーレジスト層を形成する工程の後に、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの開放された部分に表面処理
層を形成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の単層ボードオ
ンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項４】
　接着層の両面のそれぞれに軟性絶縁層及び金属層が順次積層された資材を用意する工程
と、
　前記一対の金属層の表面に、パターニングされたエッチングレジストを形成する工程と
、
　前記一対の金属層を選択的にエッチングして前記軟性絶縁層の表面に配線、ワイヤーボ
ンディングパッド、及びハンダボールパッドを形成する工程と、
　前記一対の軟性絶縁層を前記接着層から分離する工程と、
　前記一対の軟性絶縁層の間に、一対の絶縁体及び前記一対の絶縁体の間に位置する離型
層を配置して圧着する工程であって、前記それぞれの軟性絶縁層に形成された配線、ワイ
ヤーボンディングパッド、及びハンダボールパッドは前記それぞれの絶縁体の一面に埋め
込まれる工程と、
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　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの少なくとも一部が開放され
るように、前記軟性絶縁層をパターニングしてソルダーレジスト層を形成する工程と、
　前記一対の絶縁体を前記離型層から分離する工程と、
　前記分離された絶縁体にウインドウを形成する工程と、
　を含むことを特徴とする単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記絶縁体の他面に半導体素子を載置する工程と、
　ワイヤーを用いて前記ウインドウを介して前記半導体素子と前記ワイヤーボンディング
パッドを電気的に接続させる工程と、
　前記ハンダボールパッドにハンダボールを結合する工程と、をさらに含むことを特徴と
する請求項４に記載の単層ボードオンチップパッケージ基板の製造方法。
【請求項６】
　ソルダーレジスト層を形成する工程の後に、
　前記ワイヤーボンディングパッド及びハンダボールパッドの開放された部分に表面処理
層を形成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項４または５に記載の単層ボードオ
ンチップパッケージ基板の製造方法。
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